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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  横スミアおよび残像の発生を抑制する。
【解決手段】  液晶を介して対向配置される基板のうち
一方の基板の液晶側の面の画素領域に、絶縁膜を介して
第１の電極とこの第１の電極との間に前記基板とほぼ平
行な成分をもつ電界を発生せしめる第２の電極とが形成
され、前記第１の電極は少なくとも画素領域の周辺を除
く中央部に形成されている透明電極から構成されている
ともに、前記第２の電極は一方向に延在されて該方向に
交差する方向に並設された複数の電極から構成され、前
記第１の電極は前記第２の電極のうち少なくとも一つと
重畳する部分に孔が形成され、この孔は該第２の電極の
延在方向と交差する方向にて該第２の電極よりも幅広と
なっている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶を介して対向配置される基板のうち
一方の基板の液晶側の面の画素領域に、絶縁膜を介して
第１の電極と第２の電極とが形成され、
前記第１の電極は少なくとも画素領域に形成されている
透明電極から構成されているともに、前記第２の電極は
一方向に延在されて該方向に交差する方向に並設された
複数の電極から構成され、
前記第１の電極は前記第２の電極のうち少なくとも一つ
と重畳する部分に孔が形成されていることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】  液晶を介して対向配置される基板のうち
一方の基板の液晶側の面の画素領域に、絶縁膜を介して
第１の電極と第２の電極とが形成され、
前記第１の電極は少なくとも画素領域の周辺を除く中央
部に形成されている透明電極から構成されているとも
に、前記第２の電極は一方向に延在されて該方向に交差
する方向に並設された複数の電極から構成され、
前記第１の電極は前記第２の電極のうち少なくとも一つ
と重畳する部分に孔が形成され、この孔の該第２の電極
の延在方向とほぼ同一方向の輪郭部は該第２の電極と隣
接する他の第２の電極との間に位置づけられていること
を特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  液晶を介して対向される基板のうち一方
の基板の液晶側の面の画素領域に、
走査信号線からの走査信号の供給によって駆動されるス
イッチング素子と、このスイッチング素子を介して映像
信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画
素電極との間に該基板とほぼ平行な成分をもつ電界を発
生させる対向電極とを備え、
該画素電極と対向電極は絶縁膜を介してそれぞれ並設さ
れた複数の電極から構成され、
該画素電極と対向電極のうち一方の電極における各電極
は透明電極から構成されているとともに、
この透明電極と隣接する他の透明電極との間には他方の
電極における各電極の一つが位置づけられ、
かつ、他方の電極における残りの各電極は前記透明電極
と重ねられて形成されていることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項４】  液晶を介して対向配置される基板のうち
一方の基板の液晶側の画素領域に、
絶縁膜を介在させて第１の電極と第２の電極とを備え、
前記第１の電極は透明電極から構成される第２の電極と
重ねられる一の電極と重ねられていない他の電極とから
構成され、
前記第２の電極は前記他の電極と隙間を有して近接され
ているとともに、該隙間は、該一の電極と他の電極との
離間距離以内に設定されていることを特徴とする液晶表
示装置。
【請求項５】  液晶を介して対向配置される一対の基板
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と、
この基板のうち一方の基板の液晶側の画素領域に形成さ
れる一対の電極とを備え、
該一対の電極は絶縁膜を介して異なる層として形成さ
れ、その一方の電極は少なくとも画素領域の周辺を除く
中央部に形成されているとともに、他方の電極は一方向
に延在されて該方向に交差する方向に並設された複数の
電極から構成され、
前記一方の電極は前記他方の各電極のうちのいくつかと
重畳する部分に孔が形成され、この孔は前記他方の電極
の延在方向と交差する方向にて該他方の電極よりも幅広
となっているとともに、
前記他方の各電極のうちのいくつかは互いに隣接してい
ないことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】  他方の各電極のうちのいくつかは２つお
きに配置された電極であることを特徴とする請求項５に
記載の液晶表示装置。
【請求項７】  他方の各電極のうちのいくつかは３つお
きに配置された電極であることを特徴とする請求項５に
記載の液晶表示装置。
【請求項８】  液晶を介して対向配置される一対の基板
のうち一方の基板の液晶側の画素領域に、
該画素領域の少なくとも周辺を除く中央部に形成された
透明からなる第１の電極と、
この第１の電極と絶縁膜を介して形成される第２の電極
とを備え、
前記第１の電極は前記第２の電極のうち一つおきに配置
された電極と重畳する部分に孔が形成され、この孔は前
記第２の電極の並設方向にて該第２の電極よりも幅広と
なっていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】  液晶を介して対向配置される基板のうち
一方の基板の液晶側の面の画素領域に、絶縁膜を介して
第１の電極とこの第１の電極との間に前記基板とほぼ平
行な成分をもつ電界を発生せしめる第２の電極とが形成
され、
前記第１の電極は一方向に延在されて該方向に交差する
方向に並設された複数の電極から構成されているととも
に、
前記第２の電極は前記第１の電極のうち一つ置きに配置
された電極と重畳されて形成された透明電極から構成さ
れ、この透明電極の並設方向と交差する方向の辺の輪郭
部がそれと重畳する第１の電極と隣接する他の第１電極
との間に位置づけられていることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項１０】  液晶を介して対向される基板のうち一
方の基板の液晶側の面の画素領域に、
走査信号線からの走査信号の供給によって駆動されるス
イッチング素子と、このスイッチング素子を介して映像
信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画
素電極との間に該基板とほぼ平行な成分をもつ電界を発
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生させる対向電極とを備え、
該画素電極と対向電極は絶縁膜を介してそれぞれ並設さ
れた複数の電極から構成され、
該画素電極と対向電極のうち一方の電極における各電極
は透明電極から構成されているとともに、
この透明電極と隣接する他の透明電極との間には他方の
電極における各電極の一つが位置づけられ、
かつ、他方の電極における残りの各電極は前記各透明電
極のそれぞれに複数個重ねられて形成されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項１１】  液晶を介して対向配置される基板のう
ち一方の基板の液晶側の画素領域に、
絶縁膜を介在させて第１の電極と第２の電極とを備え、
前記第１の電極は一方向に並設された複数の電極から構
成されているとともに、前記第２の電極は透明電極から
構成され、
前記第２の電極は、前記第１の電極の並設方向にて、該
第１の電極のうち一の電極に隣接する他の電極に重畳さ
れてこの他の電極と前記他の電極との間の領域にまで延
在され該一の電極の重畳領域と隙間を有して形成されて
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】  隙間は、該一の電極と他の電極との離
間距離以内に設定されていることを特徴とする請求項１
１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】  液晶を介して対向配置される基板のう
ち一方の基板の液晶側の画素領域に、
複数の第１の電極とこれら第１の電極と絶縁膜を介して
形成された複数の第２の電極とを備え、
前記第１の電極のいくつかは前記第２の電極とそれらの
中心軸を一致させて重ねられ、該第２の電極はその幅が
第１の電極のそれよりも大きく形成された透明電極から
構成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、いわゆる横電界方式と称される液晶表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】横電界方式と称される液晶表示装置は、
液晶を介して対向配置される各透明基板の一方の透明基
板の液晶側の各画素領域に、画素電極とこの画素電極と
の間に透明基板と平行な電界（横電界）を発生せしめる
対向電極とが形成されて構成されている。
【０００３】画素電極と対向電極の間の領域を透過する
光に対して、その量を前記電界が印加された液晶の駆動
によって、制御するようになっている。
【０００４】このような液晶表示装置は、表示面に対し
て斜めの方向から観察しても表示に変化のない、いわゆ
る視野角特性に優れたものとして知られいる。
【０００５】そして、これまで、前記画素電極と対向電
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極は光を透過させることのない金属層で形成されてい
た。
【０００６】しかし、近年、画素領域の周辺を除く領域
の全域に透明電極からなる対向電極を形成し、この対向
電極上に絶縁膜を介して一方向に延在し該一方向に交差
する方向に並設させた透明電極からなる帯状の画素電極
を形成した構成のものが知られるに到った。
【０００７】このような構成の液晶表示装置は、横電界
が画素電極と対向電極との間に発生し、依然として視野
角特性に優れるとともに、開口率が大幅に向上するよう
になる。
【０００８】なお、この技術はたとえばＳＩＤ（Societ
y for Information Display） ９９ＤＩＧＥＳＴ：Ｐ２
０２～Ｐ２０５、あるいは特開平１１－２０２３５６号
公報に記載がなされている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うに構成された液晶表示装置は、その表示部にいわゆる
横スミアの発生が目視され、また、残像の発生も目視さ
れることが確認されるに到った。
【００１０】そして、横スミアの発生の原因としては、
画素領域の周辺を除く領域の全域に形成された対向電極
と、この対向電極上に絶縁膜を介して並設された帯状の
複数の画素電極との間の容量が従前以上に大きくなって
しまい、画素電極への信号電圧の充電が不十分になり、
また、対向電極の電圧が歪みもとに戻るまでの時間が長
くなるからであることが判明した。
【００１１】また、残像の発生の原因としては、液晶の
光透過率の制御に寄与する対向電極と画素電極との間の
基板に対して平行な成分をもつ電界以外の電界、すなわ
ち、対向電極と画素電極との間の基板に対して垂直な成
分をもつ電界が強すぎてしまうからであることが判明し
た。
【００１２】本発明は、このような事情に基づいてなさ
れたもので、その目的は、横スミアの発生を抑制できる
液晶表示装置を提供することにある。
【００１３】また、本発明の他の目的は、残像の発生を
抑制できる液晶表示装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
以下のとおりである。
【００１５】すなわち、本発明による液晶表示装置は、
液晶を介して対向配置される一対の基板と、この基板の
うち一方の基板の液晶側の画素領域に形成され該基板と
ほぼ平行な成分をもつ電界を発生せしめる一対の電極と
を備え、該一対の電極は絶縁膜を介して異なる層として
形成され、その一方の電極は少なくとも画素領域の周辺
を除く中央部に形成されている透明電極から構成されて
いるともに、他方の電極は一方向に延在されて該方向に
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交差する方向に並設された複数の電極から構成され、前
記一方の電極は前記他方の各電極のうちのいくつかと重
畳する部分に孔が形成され、この孔は前記他方の電極の
延在方向と交差する方向にて該他方の電極よりも幅広と
なっているともに、前記他方の各電極のうちのいくつか
は互いに隣接していないことを特徴とするものである。
【００１６】このように構成された液晶表示装置は、他
方の電極（たとえば画素電極）のうちのいくつかは一方
の電極（たとえば対向電極）と重なりあうことなく形成
されていることになる。
【００１７】このため、画素電極と対向電極との間に発
生する容量を減少させることができ、横スミアの発生を
抑制させることができるようになる。
【００１８】また、画素電極と対向電極との間に発生す
る電界のうち、液晶の光透過率の制御に寄与する電界以
外の電界、すなわち、対向電極と画素電極との間の基板
に対して垂直な成分をもつ電界を弱めることができ、残
像の発生を抑制させることができるようになる。
【００１９】さらに、他方の電極に形成する孔は、互い
に隣接していない一方の電極に対して形成し、それらは
比較的大きな間隔で形成されることから、その加工がし
易いという効果を有する。
【００２０】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施例について説明をする。
〔実施例１〕
《画素の構成》図１は本発明による液晶表示装置（パネ
ル）の画素領域における構成図であり、液晶を介して互
いに対向配置される各透明基板のうちの一方の透明基板
の液晶側から観た平面図である。
【００２１】なお、同図の２－２線における断面図を図
２に、３－３線における断面図を図３に、４－４線にお
ける断面図を図４に示している。
【００２２】まず、図１において、図中ｘ方向に延在さ
れｙ方向に並設されるゲート信号線ＧＬがたとえばクロ
ム（Ｃｒ）で形成されている。このゲート信号線ＧＬは
後述するドレイン信号線ＤＬとで矩形状の領域を形成
し、その領域は画素領域を構成するようになっている。
【００２３】そして、この画素領域には、後述する画素
電極ＰＸとの間で電界を発生せしめる対向電極ＣＴが形
成され、この対向電極ＣＴは該画素領域の周辺を除く中
央部に形成され、透明導電層であるたとえばＩＴＯ１
（Indium-Tin-Oxide）から構成されている。
【００２４】なお、この対向電極ＣＴは、後においてさ
らに詳述するが、並設されて形成される複数の画素電極
ＰＸと絶縁膜ＧＩを介して重畳されて形成されるように
なっており、また、たとえば一つおきに配列される画素
電極ＰＸと重畳される部分に孔ＣＴＨが形成されてい
る。
【００２５】この対向電極ＣＴには、その周辺の全域を
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縁取るようにして該対向電極ＣＴと接続された対向電圧
信号線ＣＬが形成され、この対向電圧信号線ＣＬは図中
左右の画素領域（ゲート信号線ＧＬに沿って配置される
各画素領域）における対向電極ＣＴに同様に形成された
対向電圧信号線ＣＬと一体的に形成されている。
【００２６】この場合における画素領域の対向電圧信号
線ＣＬどうしの接続は、画素領域の上部および下部のそ
れぞれでなされている。対向電圧信号線ＣＬと後述のド
レイン信号線ＤＬとの重なりの部分を極力小さくし、そ
れらの間に発生する容量を小さくする趣旨である。
【００２７】この対向電圧信号線ＣＬは、たとえばクロ
ム（Ｃｒ）からなる不透明の材料で形成されている。こ
のようにした場合、後述のドレイン信号線ＤＬとこれに
近接する対向電極ＣＴの周辺部との間にノイズとして作
用する電界が発生し、それによって液晶の光透過率が所
望通りに得られなくても、その部分は該対向電圧信号線
ＣＬによって遮光されることから、表示品質の面からの
不都合を解消できるようになる。
【００２８】このことは、ゲート信号線ＧＬとこれに近
接する対向電極ＣＴの周辺部との間に発生する電界（ノ
イズ）による不都合も解消できることを意味する。ま
た、上述したように、対向電圧信号線ＣＬの材料をゲー
ト信号線ＧＬと同一の材料とすることにより、それらを
同一の工程で形成でき製造工数の増大を回避させること
ができる。
【００２９】ここで、前記対向電圧信号線ＣＬは、Ｃｒ
に限定されることなく、たとえばＡｌ、あるいはＡｌを
含有する材料で形成するようにしてもよいことはいうま
でもない。
【００３０】この場合、この対向電圧信号線ＣＬは対向
電極ＣＴに対して上層に位置づけるのが効果的となる。
けだし、対向電極ＣＴを構成するＩＴＯ膜の選択エッチ
ング液（たとえばＨＢｒ）は容易にＡｌを溶解してしま
うからである。
【００３１】さらに、対向電圧信号線ＣＬの対向電極Ｃ
Ｔとの少なくとも接触面にはＴｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、
Ｗ等の高融点金属を介在させることが効果的となる。け
だし、対向電極ＣＴを構成するＩＴＯは対向電圧信号線
ＣＬ中のＡｌを酸化させて高抵抗層を生成させてしまう
からである。
【００３２】このため、一実施例として、Ａｌ、あるい
はＡＬを含有する材料からなる対向電圧信号線ＣＬを形
成する場合、前記高融点金属を一層目とする多層構造と
することが好ましい。
【００３３】そして、このように対向電極ＣＴ、対向電
圧信号線ＣＬ、およびゲート信号線ＧＬが形成された透
明基板の上面には、それらをも被ってたとえばＳｉＮか
らなる絶縁膜ＧＩが形成されている。
【００３４】この絶縁膜ＧＩは、後述のドレイン信号Ｄ
Ｌに対しては対向電圧信号線ＣＬおよびゲート信号線Ｇ



(5) 特開２００１－１９４６７５

10

20

30

40

50

7
Ｌの層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジス
タＴＦＴの形成領域においてはそのゲート絶縁膜として
の機能を、後述の容量素子Ｃｓｔｇの形成領域において
はその誘電体膜としての機能を有するようになってい
る。
【００３５】そして、ゲート信号線ＧＬの一部（図中左
下）に重畳されて薄膜トランジスタＴＦＴが形成され、
この部分の前記絶縁膜ＧＩ上にはたとえばアモルファス
シリコン（ａ－Ｓｉ）からなる半導体層ＡＳが形成され
ている。
【００３６】この半導体層ＡＳの上面にソース電極ＳＤ
１およびドレイン電極ＳＤ２が形成されることによっ
て、ゲート信号線ＧＬの一部をゲート電極とする逆スタ
ガ構造のＭＩＳ型トランジスタが形成されることにな
る。そして、このソース電極ＳＤ１およびドレイン電極
ＳＤ２はドレイン信号線ＤＬと同時に形成されるように
なっている。
【００３７】すなわち、図中ｙ方向に延在されｘ方向に
並設されたドレイン信号線ＤＬが形成され、このドレイ
ン信号線ＤＬの一部が前記半導体層ＡＳの表面にまで延
在されることによって薄膜トランジスタＴＦＴのドレイ
ン電極ＳＤ２を構成するようになっている。
【００３８】また、該ドレイン信号線ＤＬの形成の際に
ソース電極ＳＤ１が形成され、このソース電極ＳＤ１は
画素領域内にまで延在されて後述の画素電極ＰＸとの接
続を図るコンタクト部をも一体的に形成されるようにな
っている。
【００３９】なお、図３に示すように、半導体層ＡＳの
前記ソース電極ＳＤ１およびドレイン電極ＳＤ２との界
面にはたとえばｎ型不純物がドーピングされたコンタク
ト層ｄ０が形成されている。
【００４０】このコンタクト層ｄ０は、半導体層ＡＳの
表面の全域にｎ型不純物ドーピング層を形成し、さらに
ソース電極ＳＤ１およびドレイン電極ＳＤ２の形成後に
おいて、該各電極をマスクとしてこれら各電極から露出
された半導体層ＡＳの表面のｎ型不純物ドーピング層を
エッチングすることによって形成されるようになってい
る。
【００４１】なお、この実施例では、半導体層ＡＳは薄
膜トラジスタＴＦＴの形成領域ばかりでなく、ドレイン
信号線ＤＬに対するゲート信号線ＧＬ、対向電圧信号線
ＣＬとの交差部にも形成されている。層間絶縁膜として
の機能を強化させるためである。
【００４２】そして、このように薄膜トランジスタＴＦ
Ｔが形成された透明基板の表面には、該薄膜トランジス
タＴＦＴをも被ってたとえばＳｉＮからなる保護膜ＰＳ
Ｖが形成されている。薄膜トラジスタＴＦＴの液晶ＬＣ
との直接の接触を回避するためである。
【００４３】さらに、この保護膜ＰＳＶの上面には画素
電極ＰＸがたとえばＩＴＯ２（Indium-Tin-Oxide）から
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なる透明な導電膜によって形成されている。
【００４４】画素電極ＰＸは、前記対向電極ＣＴの形成
領域に重畳されて、この実施例では５本形成され、それ
ぞれ図中ｙ方向に延在して等間隔に形成されているとと
もに、その両端はそれぞれｘ方向に延在する同材料層で
互いに接続されるようになっている。
【００４５】ここで、前記各画素電極ＰＸのうち、図
中、左側から一番目、三番目、五番目に配置される画素
電極ＰＸは前記対向電極ＣＴに形成された孔ＣＴＨ内に
位置づけられるように形成されている。
【００４６】すなわち、実質的な画素領域の範囲内、換
言すればブラックマトリクスの開口内にて、上記各画素
電極ＰＸは対向電極ＣＴに重畳されることなく形成さ
れ、図中、左側から二番目、四番目の各画素電極は対向
電極ＣＴに重畳されるようにして形成されている。
【００４７】このように形成した場合、画素電極ＰＸと
対向電極ＣＴとの重畳領域を減少させることができるこ
とから、その間の容量を減少させることができ、いわゆ
る横スミアの発生を減少させることができるようにな
る。
【００４８】ここで、対向電極ＣＴに形成される孔ＣＴ
Ｈは一つおきに配置された画素電極ＰＸに対応させて形
成したものである。互いに隣接する孔ＣＴＨの間の間隔
を大きくしてその加工を容易にさせる趣旨である。
【００４９】本実施例では画素電極ＰＸが５本の場合を
示したものであるが、実際にはこの画素電極を数十本形
成する場合があり、このような場合には、一つおきに限
らず、二つおき、三つおき、あるいはそれ以上の数おき
にすることによって、孔ＣＴＨの加工の容易化を達成さ
せることができる。
【００５０】図８は、このような構成を示す図で、図２
に対応した図面となっている。同図は、並設される多数
の画素電極ＰＸのうち、４本おきに相当する各画素電極
ＰＸの下層に位置づけられる対向電極ＣＴに孔ＣＴＨが
形成されている。
【００５１】また、この実施例では、画素電極ＰＸと対
向電極ＣＴに形成される孔ＣＴＨは、それぞれの中心軸
が一致づけられているとともに、該孔ＣＴＨの幅が画素
電極ＰＸの幅よりも大きく形成されている。
【００５２】図５は、前記画素電極ＰＸと前記対向電極
ＣＴに形成された孔ＣＴＨの位置関係を示した断面図
（図２に示した断面図に相当する）である。
【００５３】同図から、孔ＣＴＨの形成によって分断
（周辺は電気的接続を図るために接続されている）され
た各対向電極ＣＴは、画素電極ＰＸの並設方向にて、該
画素電極ＰＸのうち一の電極ＰＸ（１）に隣接する他の
電極ＰＸ（２）に重畳されてこの他の電極ＰＸ（２）と
前記一の電極ＰＸ（１）との間の領域にまで延在され該
一の電極ＰＸ（１）の重畳領域と隙間Ｗを有して形成さ
れている。
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【００５４】この場合の隙間Ｗとしては、主として画素
電極ＰＸと対向電極ＣＴとの間の液晶の光透過率の制御
に寄与する電界以外の電界、すなわち、対向電極と画素
電極との間の基板に対して垂直な成分をもつ電界を減少
させるという観点から定められ、該一の電極ＰＸ（１）
とこの一の電極ＰＸ（１）と隣接する他の電極ＰＸ
（２）との離間距離より小さければ適当である。
【００５５】該隙間Ｗは好ましくはできる限り広く、前
記離間距離より若干狭いくらいがよい。
【００５６】換言すれば、対向電極ＣＴの周辺の輪郭部
が該一の電極ＰＸ（１）とこの一の電極ＰＸ（１）と隣
接する他の電極ＰＸ（２）との中間位置にあればよく、
ＰＸ（１）より若干幅広であればよい。
【００５７】この理由は、隙間Ｗを有すれば、画素領域
において透明基板とほぼ平行な成分を有する電界を強く
でき、残像現象に悪影響を及ぼす基板面に垂直な方向の
電界を減らすことができる。また、Ｗが広いほど透明電
極による光の吸収損失がなく、高透過率が得られる。
【００５８】そして、このように形成された各画素電極
ＰＸの下端の同材料層は前記保護膜ＰＳＶに形成された
コンタクト孔を通して前記薄膜トランジスタＴＦＴのソ
ース電極ＳＤ１のコンタクト部と接続されるようになっ
ており、また、上端の同材料層は前記対向電圧信号線Ｃ
Ｌと重畳されて形成されている。
【００５９】このように構成した場合、対向電極ＣＴと
各画素電極ＰＸとの重畳部には絶縁膜ＧＩと保護膜ＰＳ
Ｖとの積層膜を誘電体膜とする容量素子Ｃｓｔｇが形成
されるようになっている。
【００６０】この容量素子Ｃｓｔｇは、薄膜トランジス
タＴＦＴを介してドレイン信号線ＤＬからの映像信号が
画素電極ＰＸに印加された後に、該薄膜トランジスタＴ
ＦＴがオフとなっても該映像信号が画素電極ＰＸに比較
的長く蓄積される等のために設けられたものとなってい
る。
【００６１】そして、このように画素電極ＰＸが形成さ
れた透明基板の表面には該画素電極ＰＸをも被って配向
膜ＯＲＩ１が形成されている。この配向膜ＯＲＩ１は液
晶ＬＣと直接に接触する膜で該液晶ＬＣの初期配向方向
を決定づけるものとなっている。
【００６２】なお、本実施例では、初期配向方向は電界
印加方向に対して７５°とした。この方向は７５°に限
らず、０°を超え９０°未満であればよく、好ましくは
低電圧で駆動できる高速応答を達成するために１０°～
８０°がよい。
【００６３】上記実施例において、ゲート信号線ＧＬ、
対向電圧信号線ＣＬ、ドレイン信号線ＤＬについてはク
ロム（Ｃｒ）を用いて説明したが、他の高融点金属、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、あるいはこれらの２種以上の合
金、あるいはこれらの２種以上の積層膜を用いてもよい
ことはもちろんである。
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【００６４】さらに、透明導電膜についてもＩＴＯを用
いて説明したが、ＩＺＯ（Indium-Zinc-Oxide）でも同
様の効果が得られることはいうまでもない。
【００６５】このように構成された透明基板はＴＦＴ基
板と称され、このＴＦＴ基板と液晶ＬＣを介して対向配
置される透明基板はフィルタ基板と称されている。
【００６６】《フィルタ基板》フィルタ基板は、図２に
示すように、その液晶側の面に、まず、各画素領域を画
するようにしてブラックスマトリックスＢＭが形成さ
れ、このブラックスマトリックスＢＭの実質的な画素領
域を決定する開口部にはそれを被ってフィルタＦＩＬが
形成されるようになっている。
【００６７】そして、ブラックスマトリックスＢＭおよ
びフィルタＦＩＬを被ってたとえば樹脂膜からなるオー
バーコート膜ＯＣが形成され、このオーバーコート膜の
上面には配向膜ＯＲＩ２が形成されている。
【００６８】配向膜ＯＲＩ２の配向方向は配向膜ＯＲＩ
１のものと重ね合わせた際、同方向になるようにする。
すなわち、液晶分子がホモジニアス配向するようにす
る。
【００６９】《液晶層》本実施例では誘電率異方性Δε
がたとえば－５の液晶を用いた。これにより高い透過率
を得ることができた。これは、Δεが負の液晶は基板面
に垂直な電界成分により液晶分子のダイレクタがあまり
変化しないことによる。
【００７０】但し、本実施例はΔεが負のものを用いた
がΔεが正のものを用いても、本発明の作用効果は同様
に得られる。
【００７１】Δεが正のものは負のものに比べてΔεが
大きく粘度が低いため、より低電圧で駆動でき、かつ、
高速応答にできる効果がある。
【００７２】《液晶表示パネルの全体構成》図６は、マ
トリックス状に配置された各画素領域の集合によって構
成される表示領域ＡＲを示す液晶表示パネルの全体構成
図である。
【００７３】透明基板ＳＵＢ２は、透明基板ＳＵＢ１に
対して若干小さく形成され、その図中右側辺および下側
辺は透明基板ＳＵＢ１の対応する辺とそれぞれほぼ面一
となるように配置されるようなっている。
【００７４】これにより、透明基板ＳＵＢ１の図中左側
辺および上側辺は透明基板ＳＵＢ２によって被われない
領域が形成され、この領域において、それぞれ、各ゲー
ト信号線ＧＬに走査信号を供給するためのゲート信号端
子Ｔｇ、各ドレイン信号線ＤＬに映像信号を供給するた
めのドレイン信号端子Ｔｄが形成されるようになってい
る。
【００７５】透明基板ＳＵＢ２の透明基板ＳＵＢ１に対
する固定は、該透明基板ＳＵＢ２の周辺に形成されたシ
ール材ＳＬによってなされ、このシール材ＳＬは各透明
基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２の間に液晶ＬＣを封止するため
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の封止材としての機能をも有している。
【００７６】なお、このシール材ＳＬの一部には液晶封
入口ＩＮＪがあり、この液晶封入口ＩＮＪは、ここから
液晶を封入した後は、図示しない液晶封止剤によって封
止されるようになっている。また、これを挾みこむよう
に透明基板の両外側には偏光板が貼りつけられている。
【００７７】《等価回路》図７は、液晶表示パネルの等
価回路を該液晶表示パネルの外付け回路とともに示した
図である。図中ｘ方向に延在されｙ方向に並設される各
ゲート信号線ＧＬには垂直走査回路Ｖによって順次走査
信号（電圧信号）が供給されるようになっている。
【００７８】走査信号が供給されたゲート信号線ＧＬに
沿って配置される各画素領域の薄膜トランジスタＴＦＴ
は該走査信号によってオンするようになっている。
【００７９】そして、このタイミングにあわせて映像信
号駆動回路Ｈから各ドレイン信号線ＤＬに映像信号が供
給されるようになっており、この映像信号は各画素領域
の該薄膜トランジスタを介して画素電極ＰＸに印加され
るようになっている。
【００８０】各画素領域において、画素電極ＰＸととも
に形成されている対向電極ＣＴには対向電圧信号線ＣＬ
を介して対向電圧が印加されており、それらの間に電界
を発生させるようになっている。
【００８１】そして、この電界のうち透明基板ＳＵＢ１
と平行な成分を有する電界（横電界）によって液晶ＬＣ
の光透過率を制御するようになっている。なお、同図に
おいて各画素領域に示したＲ、Ｇ、Ｂの各符号は、各画
素領域にそれぞれ赤色用フィルタ、緑色用フィルタ、青
色用フィルタが形成されていることを示している。
【００８２】《他の実施例》なお、上述した実施例で
は、対向電極ＣＴを絶縁膜ＧＩを介して画素電極ＰＸよ
りも下層に形成したものである。しかし、これに限定さ
れることはなく、画素電極ＰＸを絶縁膜ＧＩを介して対
向電極ＣＴよりも下層に形成してもよいことはいうまで
もない。また、上述した実施例では、並設して形成され
る画素電極ＰＸは画素領域内において直線状の帯状電極
として形成したものである。
【００８３】しかし、これに限定されることはなく、各
画素電極ＰＸの延在方向において一つ、あるいはそれ以
上の数の屈曲部を有する電極であってもよいことはいう
までもない。
【００８４】このような電極は対向電極ＣＴとの間に発
生する電界の方向を異ならしめるようになり、表示面の
正面に対して異なる方向から観察した場合に液晶の光透
過率の相違を相殺させる効果をもたらすいわゆるマルチ
ドメイン方式と称されるものである。 *
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*【００８５】そして、このような場合であっても、対向
電極ＣＴにおいて該画素電極の屈曲された延在部に対応
させて孔ＣＴＨを設けることができる。
【００８６】図９は、このようなマルチドメイン方式を
適用させた平面図で、図１に対応した図面である。
【００８７】たとえば画素電極ＰＸのそれぞれはその延
在方向に沿ってジグザク状のパターンを有し、これらの
画素電極ＰＸのいくつか（たとえば一つおきの画素電極
ＰＸ）に重ね合わされる対向電極ＣＴには該ジグザク状
のパターンに沿ってジグザク状の孔ＣＴＨが形成されて
いる。
【００８８】また、図９は画素電極ＰＸの延在方向は図
中ｙ方向に沿ったものとなっているが、これに限定され
ることはなく、たとえば図中ｘ方向に沿ったものにあっ
ても適用できることはいうまでもない。
【００８９】また、上述した実施例では、画素領域の周
辺部を除く中央部のほとんどの領域に形成された電極を
対向電極ＣＴとし、一方向に並設された複数の帯状の電
極を画素電極ＰＸとしたものである。しかし、画素領域
の周辺部を除く中央部に形成された電極を画素電極ＰＸ
とし、一方向に並設された複数の帯状の電極を対向電極
ＣＴとしてもよいことはいうまでもない。
【００９０】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、横スミアおよび残
像の発生を抑制できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の画素の一実施例を
示す平面図である。
【図２】図１の２－２線における断面図である。
【図３】図１の３－３線における断面図である。
【図４】図１の４－４線における断面図である。
【図５】本発明による液晶表示装置の画素電極と対向電
極に形成された孔との位置関係を示す説明図である。
【図６】本発明による液晶表示装置の液晶表示パネルの
全体の一実施例を示す平面図である。
【図７】本発明による液晶表示装置の等価回路を示す図
である。
【図８】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す
断面図である。
【図９】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す
平面図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ…透明基板、ＧＬ…ゲート信号線、ＣＬ…対向電
圧信号線、ＤＬ…映像信号線、ＴＦＴ…薄膜トランジス
タ、ＰＸ…画素電極、ＣＴ…対向電極、ＣＴＨ…孔。
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【図１】

【図２】

【図９】
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【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図８】
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